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ПРОГРАМА 
 

вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 171 – «Електроніка» 
 

Основні розділи підготовки 
 

І. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

1. Емісія заряджених часток. 
2. Рух заряджених часток в електричних та магнітних полях. 
3. Зонна структура діелектриків, провідників, власних напівпровідників, 

напівпровідників з домішками.  
 

ІІ. ЕЛЕМЕНТНИЙ БАЗИС ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

1. Напівпровідникові діоди. Структура і основні фізичні процеси. 
Характеристики і параметри напівпровідникового діода. Різновиди 
напівпровідникових діодів. 

2. Генераторні НВЧ діоди. Структура і основні фізичні процеси. Різновиди 
напівпровідникових НВЧ діодів. Характеристики і параметри 
напівпровідникових НВЧ діодів. 

3. Біполярні транзистори (БТ). Структура і основні фізичні процеси. 
Характеристики і параметри БТ. Схеми включення БТ. Види БТ. 

4. Польові транзистори (ПТ). Структура і основні фізичні процеси. 
Характеристики ПТ. Види ПТ. 

5. Оптоелектронні прилади. Фізичні основи функціонування та 
характеристики світлодіодів, фоторезисторів, фотодіодів, 
фототранзисторів, оптронів. 

6. Силові напівпровідникові прилади. Силові БТ і ПТ, порівняльні 
характеристики. 

7. Інтегральні мікросхеми. Класифікація ІС. Напівпровідникові ІС. Гібридні 
ІС. 

 
ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ 

 
1. Біполярні транзистори інтегральних схем. Особливості структур. 

Транзистори з комбінованою ізоляцією. Багатоемітерні транзистори. 
Транзистори з діодом Шотткі. Модель інтегрального біполярного 
транзистора. 

2. МДН-транзистори інтегральних схем. Різновиди МДН-транзисторних 
структур. МЕП- і ГМЕП-транзистори. Прилади з зарядовим зв'язком. 
Тонкоплівкові транзистори. 



3. Пасивні елементи інтегральних схем. Напівпровідникові резистори. 
Конденсатори та індуктивні елементи. Мікросмужкові лінії та елементи 
на їх основі. 

4. Логічні елементи на біполярних транзисторах. Основні параметри. 
Транзисторно-транзисторна логіка. Емітерно-зв'язана логіка. Логічні 
елементи з інжекційним живленням. 

5. Логічні елементи на польових транзисторах. Логічні елементи на n-
канальних транзисторах. Логічні елементи на компліментарних 
транзисторах. 

6. Основні особливості цифрової та аналогової схемотехніки ІС. Аналого-
цифрові та цифро-аналогові перетворювачі. 

 
IV. ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ГІБРИДНИХ ТА 

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ І БІС 
 

1. Функціональний і інтегрально-груповий принципи компонування 
мікросхем з різним ступенем інтеграції. Типові конструкції ГІС, ВГІС і 
МЗБ. Великі інтегральні схеми. 

2. Мікросхеми з функціонально-інтегрованими елементами. Елементна база 
цифрових та аналогових ІМС. Елементи ТТЛ, ЕСЛ, ІЛ. Базові кристали на 
основі біполярних та уніполярних схем. 

3. Напівпровідникові ВІС пам'яті. Паразитні елементи в конструкціях 
напівпровідникових ВІС. Класифікація та елементна база 
мікропроцесорів. Способи програмування і організація управління. 

4. Швидкодія мікропроцесорів. Мікропроцесори з фіксованим набором 
команд і розрядністю. Мікропроцесори з мікропрограмним керуванням та 
нарощуваною розрядністю. Мікро-ЕОМ і мікропроцесорні комплекси 
ВІС. 

 
V. БАЗОВІ МАТРИЧНІ КРИСТАЛИ (БМК) І ПРОГРАМОВАНІ  

ЛОГІЧНІ МАТРИЦІ (ПЛМ) 
 

1. Основні різновиди структур БМК. Бібліотека функціональних елементів. 
Схемотехніка і побудова БМК на біполярних і МОМ-транзисторах. 

2. Принципи організації та схемотехнічні можливості ПЛМ. Способи 
програмування і параметри ПЛМ. Побудова на ПЛМ комбінаційних схем 
і мікропрограмних пристроїв керування. 

3. Застосування БМК для побудови спеціалізованих процесорів обробки 
сигналів. 

 
VІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОНІКА 

 
1. Функціональна мікроелектроніка. Основні напрямки функціональної 

мікроелектроніки.  



2. Магнітоелектроніка. Пристрої на основі циліндричних магнітних доменів 
(ЦМД).  

3. Акустоелектроніка. Фільтри і процесори на поверхневих акустичних 
хвилях (ПАХ).  

4. Оптоелектроніка. Оптичні процесори. Волоконно-оптичні лінії зв'язку 
(ВОЛЗ). 

 
VIІ. ВАКУУМНА ЕЛЕКТРОНІКА 

 
1. Основні принципи дії вакуумних і газорозрядних електронних пристроїв. 

Методи формування та керування променями заряджених часток. 
Прискорювачі часток. 

2. Електронно-вакуумні прилади НВЧ. Принцип дії приладів О-типу та М-
типу. Підсилення та генерація НВЧ. 

 
VIІI. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ 

 
1. Загальна характеристика і основні принципи планарної технології. 

Підготовчі операції. Отримання окисних шарів кремнію. Фотолітографія в 
шарах SiO2. Локальна дифузія легуючих домішок в напівпровідник. 
Епітаксія. Іонне легування.  

2. Фізичні основи і техніка термічного вакуумного напилення. Розпилення 
іонним бомбардуванням. 

3. Контрольні операції у виробництві інтегральних мікросхем. Фізико-
технічні методи оцінки якості ІМС. Надійність ІМС. Випробування 
готових ІМС. 

4. Параметри термічної електронно-променевої обробки матеріалів. Процеси 
створення елементів ІС методом електронно-променевого локального 
легування напівпровідників. Можливості гнучкого керування 
концентраційним профілем, легуючої домішки при електронно-
променевій обробці. 

5. Нові напівпровідникові матеріали для елементної бази МЕА нового 
покоління. GaАs, JnP для НВІС, переваги і недоліки в порівнянні з 
кремнієм. Аналіз технологій створення структур для НВІС на основі 
АШВV. 

 
ІX. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОННИХ 

ПРИСТРОЇВ 
 

1. Методи виробництва багатошарових комутаційних плат. 
2. Процеси товстоплівкової технології. 
3. Процеси тонкоплівкової технології. 
4. Технологічні процеси міжз’єднань. Автоматизація монтажно-

складального обладнання мікроелектроніки. 



5. Технологія і обладнання електрофізичних і електрохімічних методів 
обробки. 

6. Технологічні процеси зборки електронних модулів. 
 



X. МОДЕЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОНІЦІ 
 

1. Основні принципи комп′ютерного проектування та моделювання 
електронних пристроїв та систем. 

2. Можливості, напрямки застосування, ступень взаємної узгодженості 
існуючих методів і пакетів програм комп′ютерного проектування та 
моделювання пристроїв і процесів в електроніці. 
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